CARACTERISATION DES MATERIAUX PHOTOVOLTAIQUES PAR
GRANULOMETRIE, SPECTROMETRIE RAMAN, AFM-RAMAN,
ELLIPSOMETRIE, SPECTROMETRIES DE DECHARGE
LUMINESCENTE RF ET CATHODOLUMINESCENCE.
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La conception, I'élaboration et I'optimisation dastemes PV requiérent des moyens de contréle
avancés, quelle que soit la filiere — depuis ledsiches minces ou polycristallin en passant par les
cellules a multijonctions jusqu’aux derniéres gétiéns de cellules a couches minces chalcogénures,
hybrides ou pérovskites.

Une revue des informations fournies par les teales@roposées par Horiba Scientific permettant la
caractérisation des matériaux PV sera présentéedar chacune d’entre elles, différents résultats
obtenus illustreront leurs points forts et leur ptémentarité.

La granulométrie par exemple informera sur ladaikés particules a I'étape de formulation.

L’identification chimique, les contraintes struadlles et la qualité cristalline pourront étre akises
via la spectrométrie Raman a différentes étapdglddoration et a différentes profondeurs.— une
imagerie dimensionnelle a I'échelle micrométrigseaissi possible.

Le couplage AFM-Raman permet de descendre en éattedipportera des informations sur
I'identification chimique mais aussi sur les prépéis electriques - telle que la mesure du photacour
- et mécaniques a I'échelle nanométrique — togagdant les possibilités de mesure topographique.

Les épaisseurs de films et leurs propriétés opsigeeont caractérisées par Ellipsométrie
Spectroscopique — dans le cas de couches tranggaoensemi-transparentes.

Les profils de composition chimique en fonction ldeprofondeur du nm a plusieurs dizaines de
microns révélant par exemple des gradients et Héagménes aux interfaces peuvent étre obtenus
rapidement (2-250nm/s) par spectrométrie a déchlanginescente RF couplé a un spectrometre
d’émission optique (RF-GDOES).

Avec le Plasma Profiling Time Of Flight Mass Speuoteter (PP-TOFMS), la haute sensibilité et
'accés a tous les éléments chimiques permettesuilee les dopants et de détecter facilement tous
les contaminants.

La cathodoluminescence couplée a la microscopatréléque permettra la localisation a I'échelle
nanoscopique des dislocations et des dopantsnadadant a certaines propriétés électriqueg et c
également en imagerie.



